
   

 

Entwicklung von Zwei-Schicht dotierten GaN-Substraten und 
vertikalen Hoch-Volt-Transistoren (ZweiGaN) 

Motivation 

Die effizientere Nutzung elektrischer Energie ist 
ein Thema mit hoher wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Bedeutung. Energieeinsparungen 
sind durch effizientere Transistoren in Systemen 
zur Spannungswandlung und Leistungssteue-
rung möglich. In derzeit eingesetzten Transisto-
ren aus Silizium ist die Effizienz durch natürliche 
Materialeigenschaften begrenzt. Der Halbleiter 
Galliumnitrid (GaN) besitzt bessere Eigenschaf-
ten, da er höhere Leistungsdichten und Schalt-
frequenzen erlaubt. Um dieses Potenzial aus-
nutzen zu können, ist die Herstellung von GaN-
Wafern (Substrate) mit hoher Kristallqualität 
notwendig, auf deren Basis die neuartigen Tran-
sistorkonzepte umgesetzt werden können. 
 

Ziele und Vorgehen 

Ziel des Projektes ZweiGaN ist die Entwicklung 
eines Herstellungsprozesses für speziell dotierte 
und defektarme GaN-Wafer. Dazu werden die 
notwendigen Grundlagen für deren Herstellung 
erarbeitet und das spezielle Beschichtungsver-
fahren, die Hydridgasphasenepitaxie, entspre-
chend angepasst. Darauf aufbauend werden 
unterschiedliche, innovative Konzepte für GaN-
basierte Transistoren umgesetzt und getestet. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden 
genutzt, um die GaN-Waferherstellung kontinu-
ierlich zu optimieren. 
 

Innovationen und Perspektiven 

Die verschiedenen Transistorkonzepte, realisiert 
auf GaN-Substraten, sollen die Leistungsfähig-
keit der Technologie demonstrieren. Sie sind 
aufgrund ihrer hohen Spannungsfestigkeit at-
traktiv für weitere Entwicklungsprojekte und eine 
industrielle Verwertung in einer Vielzahl leis-
tungselektronischer Anwendungen mit hoher 
Energieeffizienz.  

 

 
Hoch dotiertes GaN-Substrat mit 5 cm Durchmesser bei der 
Entnahme aus der Herstellungsanlage. (Quelle: Namlab gGmbH) 
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Projektvolumen 
2,4 Mio. € (davon 85 % Förderanteil durch BMBF) 
Im Rahmen des Förderschwerpunktes „Leistungselek-
tronik zur Energieeffizienz-Steigerung (LES) Teil 2: 
Elektronik für die Energie der Zukunft“ gefördert. 
 

Projektlaufzeit 

01.06.2014  31.05.2017 

 
Projektpartner 

 Namlab gGmbH, Dresden 

 Freiberger Compound Materials GmbH, Freiberg 

 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, 
Aachen 

 Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden 
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Referat Elektroniksysteme; Elektromobilität 
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Projektpartner FKZ PLZ Ort Wahlkreis Förder-

summe in € 

NaMLab gGmbH, 

Dresden 

16ES0145K 01187 Dresden 159 Dresden I 894.804 

Freiberger Compound 

Materials Gesellschaft 

mit beschränkter  

Haftung, Freiberg 

16ES0146 09599 Freiberg 161 Mittelsachsen 274.098 

Rheinisch-

Westfälische Techni-

sche Hochschule 

Aachen 

16ES0147 52062 Aachen 087 Aachen I 647.314 

Hochschule für Tech-

nik und Wirtschaft 

Dresden 

16ES0148 01069 Dresden 159 Dresden I 228.149 


